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Rezonansowe rozpraszanie Ramana w chalkogenkach metali
przejsciowych

Grafen zostal ogloszony przysztoscia elektroniki. Heksagonalna struktura atomow wegla jest
wyjatkowo wytrzymata jak na swojg monoatomowa grubos¢. Jednak grafen nie jest jedynym
materialem o takiej warstwowej strukturze. Co wazne, niektore z nich, takie jak chalkogenki metali
przejsciowych (TMDs) majg wlasnosci rownie intrygujace jak whasnosci grafenu.

W niniejszym projekcie proponuje si¢ badanie oddzialywania $wiatla i materii w cienkich
warstwach TMD. Celem proponowanych badan bgdzie okreslenie whasnosci struktury elektronowej
tych materiatdw. W badaniach wykorzystywane bedzie rezonansowe rozpraszanie Ramana w
krysztatach TMD, ktore dostarcza bardzo istotnych informacji nie tylko o dynamice sieci
krystalicznej, ale takze o strukturze elektronowej krysztatow.

Badania prowadzone w ramach projektu pozwola istotnie rozszerzy¢ widze na temat tych
interesujagcych materiatow. Modulacja ich wlasnosci za pomoca temperatury i ci$nienia
hydrostatycznego pozwoli wnie$¢ zauwazalny wktad w zrozumienie procesow odpowiedzialnych za

ich wilasnosci.



